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PATENTE DE INVENCION
por VBINTE afios
en Egpafia, a favor de la firma : FAGOR ELECTROTECNICA, 3.C.I., en
tidad espafiola, con resgidencia en MONDRAGON (Guip(zcoa) Barrio de
San Andrés, cuya patente ge refiere a @

"PROCEDIMIENTO DE FABRICACION DE DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES". -
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MEMORTIA DESCRIPTIVA

Conforme su enunciado indica la presente patente de inven-
eidén se refiere a un procedimiento de fabricacidn de dispositivos
gemiconductores, y cuya fabricacién se lleva a cabo mediante la
prdctica de dos fases esenciales. La primera de ellas consisten-
te en la preparacidén de la placa base o placa madre y la segunda
en la deposicién del selenio.

ELl material empleado para ls placa base, puede ser muy di-
vergo, pero se ha tomado para el caso y por sus condiciones favo
rables en cuanto a los perfeccionamientos a congeguir el aluminio
como material base para la congtitucidén de la placa.

La consecucidn de los dispositivos semiconductores se lle~
va a cabo mediante el empleo de diversas fases hasta llegar al xe
gultado obtenido por la Patente. Todo ello consiste en la prepa-
racién de la placa madre y deposicién del selenio a partir de di

versas fases.
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Primera fase del procedimiento, se toma la placa de alu

ninio, y es tratada mecdnicamente hien por chorro de arena o

por un sistema galvdnico.

La segunde fage del procedimiento consiste en la deposi
cién de una capa de Bismuto, en una de las caras de la place
bage. Siendo el motivo de la colocacidn de esta capa de bismu
to, interpuesta entre la placa base y la placa de selenio, en
que en caso de no hacerlo, se tendria una gran resistencia -~
Shmica,

Esta deposicién electrolftica se realiza por evaporiza
cién. Completdndose con esta segunda fase la preparacién de la
placa hase o placa madre.

Mediante la tercera fase del procedimiento y una vez
prevarada la placa bage del modo que anteriormente se ha indi-

cado, viene la operacidén de deposicidén del selenio.

Esta deposicién del selenio, se efectfia por vaporizacidn
y se realiza en cdmara de vacio.

La vaporizacidn se efectia mediante un dopado de dtomos
de cloro, indio, bromo ete, que contiene de un 40 a 1000 partes
por millén en selenio.

Siendo un requisito indispensable para obtener un resul
tado eficiente en esta deposicidn, el‘requerimiento de que en
estas cdmaras de vacio se lleve un riguroso control automdgtico
del mismo a la vez que de la temperatura la cual en la placa
base o madre, y mientras dura la deposicién debe de eastar com-
prendida entre los 602 C. y 1702 C.

Por una parte se requiere una rigurosa uniformidad en el
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grueso de la capa de selenio.depositada, mientras que por otra
parte debe de tenerse en cuenta el espesor del selenio quq/gg-
be ger menor que SQ/R,,puesto que de dicho espesor, depende esen
clalmente la caracterfstica de la placa rectificadora.

Ia cuarta fase del procedimiento de preparacién del dispo
gsitivo y una vez efectuado el deplsgito del selenio sobre la pla-
ca base, en las condiciones anteriormente aphntadas, ge procede
a la deposicidén de una capa de laca especial, logréndose median
te este proceso tenslones muy elevadas.

Ia quinte fase del procedimiento consiste en que toda vez
y despuds de efectuados los procesos descritos anteriormente se
procede a una operacidn de temple a fin de someter al selenio a
una precristalizacidn.

En esta operacién tiene extraordinaria importancia el fac
tor temperatura y el factor tiempo, siendo por ello las condicio
nes Sptimas las de 1102 a 1702 de temperatura y los de 30 a 90
minutos de tlempo y en gl que el control de estos dos factores,
vendrd en todo caso determinado por las caracterfzticas del dep§
gito de Belenio, tanto, en el grueso de la capa de selenio, como
del efecto logrado por la interposicién de la capa electrolitica,

que naturalmente dependerd del grueso de esa capa, y del grado

efectivo de unién entre todas ellas, grado que depende de la
preparacién de las superficies de unién entre los diferentes ma-

teriales.

La sexta fage del procedimiento consiste en la colocacién
del contraelectrodo.El material que se utilizara para contraelec

trodo serd una aleacidn de Cadmio y Estafio, afladiendo un tercer

o~
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compuesto que fomente la formacidn.

f Esta aleacidén se proyecta en estado de fusidn sobre la pla

‘ca de Selenio, utilizando para-ello cualquier sistema convencio-

nal de metalizacién con mando automdtico.

La septima y Gltima fase del procedimiento y después de
efectuada’la colocacién del contraelectrodo, practicamente solo
queda efectuar la operacidn de temple propiamente dicha, aunque
nds bien se dirfa continvar la operacidn iniciada en la quinta
fase que ha sido designada como de precristdlizacién producien
dose en esta fase la cristalizacién plené del selenio, con lo
gue queda concluldo el procedimiento propuesto por la presente
Patente de Invencidén.Esta operacidn se lleva a cabo en hornos

continuos ¥y a una temperaturs constante de 2172 ¢.
Cierto es, que después de efectuada la operacidén de tem_

ple, se lleva a cabo la obtencidén en dichas placas de una resis
tencia inversa al paso de la corriente eléctrica, -

Bsta obtencidn de caracteristicas y estébilizaci6n de las
mismas en lasg placas, se obtiene sometiendo a dichas placasg, en
unos bancos de formacidn, a un paso de corriente eléetrica.

Una vez que las placas han sido formadas eléctricamente,
son cortadas en las medidas deseadas.

Por fin ge establece el control y clasificacién de los pro
ductos obtenidos atendiendo rigurosamente los limites de las ca-
racteristicas eléctricas admisibles, tanto en el gentido directo
o de paso, como en el gentido inverso o de blogqueo. Control gue
se efectua mediante instalaciones de medida de precisidn,

Los rectificadores pueden ir con taladro o sin taladro.
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Una idea més ocompleta del objeto que constituye esta Pa

tente, la proporciona la descripeidn siguignte al hacer referen

cia a los dibujos que a ésta Nemoria se acompafian, en los que

de manera un ‘tanto esquemitice ¥y exclusivemente por via de
ejemplo, se representan los conjuntos y detalles mds caracteris

ticos de la idea del invento, al hacer referencis a un posible

caso de realizacién prdetica.

En dichos dibujos
Ia figura 12, nuestra la placa de aluminio con un taladro
en su centro.
;

La flgura 28, muestra la placa de aluminio de la figui%

con la deposicidn de una caja de bismuto.

[
i

La figura 32; muestra el objeto de la figura 22, a la gue
ge ha afladido una capa de selenio.

La figura 42, muestra el objeto de la figura 32 a la que
se ha afladido una tercera capa de una laca especial.

Ia figura 5%, muestra la placa de aluminio con sug difew-
rentes capas de productos pero en donde no se ha realizado el
taladro central al rectificador.

Comentando estos dibujos se hace la aclaracién,de que me
diante el ném. -1- se indica la placa base o placa madre de alu®
minio y en el que cuando la corriente entre por ella a la unidad
gse considerard sentido directo o de paso. Con el n? -2- ge indi
ca el taladro para el montaje.

El n? -3~ gefiala la capa de bismuto que se interpone entre
la base 1 y la placa de selenio —4-,

Bl n? -4-sefiala la capa de selenio; y con el n? -5- se in
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dica el contraelectrodo y en el que cunando la corriente entre
por ella a ls unidad, se considerard SENTIDO INVERSO o de blo-

queo.

Deserita convenientemente la naturaleza de la actual Pa-
tente de Invencién, como asimismo la forma de poderlo llevar
a la préctica para convertirlo en una realidad industrializa-
ble, se hace constar que en el mismo, serdn susceptibles de -
introducir todas aquellas modificacioneé de detalle gue las &

circunstancias y la prdctica pudieran aconsejar, siempre y cuan
do gue con las variantes que se introduzecan no 'se cambie, a2lte-
re o modifigue la esencialidad del objeto descrito.

NOT A
Se declaran como de novedad y propiedad para todo el te-
rritorio espafiol, el contenido de las sigulentes:

REIVINDICACIONES

12 ,~"PROCEDIMIENTO DE FABRICACION DE DISPOSITIVOS SEHI-
CONDUCTORES", de acuerdo con el cual y como primera fase del
proceso, se dispone una placa metdlica, facultativamente fe -
aluninio, que se trata mecdnicamente medisnte chorro de arena
y/o proceso galvénico; acondiciondndola as{ para la correcta
recepcidn de recubrimientos.,

28 ,~"PROCEDIMIENTO DE MABRICACION DE DISPOSITIVOS SEX I~
COEDUCTORES" segfin nota primera, en el cuasl y como segunda -
fase sobre la placa metdlica acondicionada, segin nota prime—

ra, se procede a la deposicidn electrolftica de une capa de =
bismuto, sobre una de sus caras, cuya deposicién quedard inter

puesta entre la placa base y la placa de selenio, para evifar
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para evitar una gran resistencia dShmica, efectudndose ésta
deposicién electrolitica por evaporacibn, quedando asf pre
wparada la placa bage,

32 ,~"PROCEDIMIENTO DF FABRICACION DF DISPOSITIVOS SENI-
CONDUCTORES", que se caracteriza porque en fase posterior a
la preparacién de la placa bage, se procede a la deposicién
del selenio por vaporizascién en cdmara de vacio, cuya vapo-

rizacidn se efectda mediante un dopado de 4tomos de cloro, -
indio, bromo y/o equivalentes, conteniendo de 40 a 100Qpartes
por milldn en selenio, manteniendo sometida la placa base, =
nientras dura la deposicidn, a temperaturas comprendidas en~

tre los 602(ryl70¢ C.hasta lograr asf una deposicién unifor-
me de selenio de espesor nenor a 50 micras.

43 ,-"PROCEDIMIENTC DE FABRICAGION DE DISPOSITIVOS SE.II-
CONDUCTORES", de acuerdo con el cual, una vez efectuada lg =~
deposicidn del selenio sobre la placa base, se procede a la
deposicién de una capa de laca especial para lograr tengiones
muy elevadas.

58 ,~"PROCEDIMIENTO DE FABRICACION DE DISPOSITIVOS SENI-
CONDUCTORES", caracterizado, porque en fase sucesiva, se some-
te al conjunto a un proceso de temple, a fin de someter alse-
lenio a una precristalizacidén, con temperaturas del Srden de

1102 ¢ a 1702 ¢, durante un periodo de® & 90 minutos, cuyos

dos factores vienen determinsdos por las caracteristicas del

depdsito de selenio, tanto por el grueso de la capa aplicada

como del efecto logrado por la interposicién de la capa eléc~
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%rolitica, gue dependerd de su grueso y del grado efectivo
de unién entre todas ellas, cuyo grado depende de la preparacién
de las superficies de unidn entre los diferentes materiales.

& ~"PROCEDIMIBENTQ DE FABRICACION DE DISPOSITIVOS SEMI-
CONDWCTORES", de acuerdo con el cual y después de las fases -
del proceso previstas en las notas precedentes se procede a la
colocacidn del contraelectrodo, constituido por una aleacién
de cadmio y estafio, adicionando un compuesto activador de la
formacidn , a cuyo efecto se proyecta esta aleacidn, en esta-

do de fusién sobre la placa de selenio.

78 ,~"PROCEDIMIENTO DE FABRICACION DE DISPOSIZIVOS SENMI-

- CONDUCTORES" en el que como fase final del proceso y una vez

efectuada la colocacidén del contraelectrodo, se continda el
proceso de templado iniciado, para concluir la preeristaliza-

cién total del selenio, operacidn &sta que se verifica en hor-
nos cont{nuos a una temperaturas constante de 217¢ ¢C.
8&.~"PﬁOGEDIMIENTO DE PABRICACION DE DISPOSITIVGS SEMI-
CONDUCTORES™.
Todo ello segin queda descrito y reivindicado en la pre-
sente memoria que consta de NUEVE hojas mecanografiadas por

wna séla de sus caras, debidamente numeradas, e ilustradas,
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Madrid’ 16 d.e JuniO de la9660"‘

con el plano adjunto.
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